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Isda binar bark mahlullanin miixtalif tarxib paylanmasina malix gidalan-
diricilanint almagq lgiin yeni isul iglanib hazirlanmisdir. Bunun li¢iin avvalca
silindrik ampulada binar sistemin miioyyan torkibi hazirlanir va o, Bricmen iisu-
lu ilo kristallasmaya ugradilir. Bundan sonra alinmis xalita iifiiqi vaziyyotdoa
zona aritmak yolu ilo yenidan kristallagmaya maruz edilir va xalita boyunca yeni
tariib paylanmasina nail olunur. [lxin va sonda alinmig xalita boyunca tarkibin
paylanma qanunu ikinci komponent maddasi selinin kasilmazlix tanliyinin hal-
lina gora miiayyan edilir. Tarkib paylanmasi, paylanma amsalinin qiymatindon
asil olaraq, aridilmis zonani ilkin xalitonin baslangicinda va ya sonunda ya-

ratmagla idara olunur. Yeni iisul Ge—S1, Ge-In va Ge—Ga binar sistemlo-
rina tatbiq edilmis va onlarin sabit va dayisan tarkibli xalitalori alinmigdir.

Molumdur xi, berk mehlullar, bir gayda olaraq, ristallagsma za-
mani seqresiyaya moeruz galir. Maddeslerin xristallagsma tusullar: ile te-
mizlonmesinde ve xiisusile ifrat temiz maddslerin alinmasinda seqresiya
hadisesi oldugca miisbat rol oynayir. Bununla bels, bir sira hallarda seq-
resiya hadisesi tedqiqatcilar ve texnoloqglar tigiin olduqca boyuxk ¢etinlik-
lor yaradir. Bu, berk cisimler elektronikasinda berk mehlullarin bircins
xolitelorinin ve murxemmoel monoxristallarinin alinmasi prosesinde 6zii-
nu xususile gabariq sekilde buruze verir. Seqresiya giucli olan sistem-
lorde bu messlalorin helli daha da boyux g¢etinliklerle rastlasir. Guclu
seqresiyaya malik olan bark mehlullarin monoxristallarinin alina bilme-
mosinin ssas sebebi kristallasma cobhesinde ifrat soyumanin bas verms-
sidir. Ifrat soyumanin aradan qaldirilmasinin esas prinsipi [1]-de veril-
misdir. Bunun u¢un romponentlorden birinin monoxristal 6zeyinden is-
tifade etmexle onun momnoxristali yetisdirilmeys baslanilir. Diger rom-
ponent kKristallasma prosesinde maye fazaya eloe slave edilir ki, onun
konsentrsiyasi1 sifirdan baslayaraq tedricen artsin ve teleb olunan qiy-
mate ¢atdigda deyismez saxlanilsin. Bu prinsipin heyata keg¢irilmes yolla-
rindan biri putadaki erintiden dartmaqla momnokxristal yetigdiriloerken
gidalandirici xeliteden istifade etmexdir. [2]-do murekxeb hendesi quru-
lusa malik olan sabit terkibli gidalandiricidan istifade edilmigdir. Bele
gidalandirici xslite Keskin soyutma yolu ile alde edilmisdir. Adi gokilen
tsulun ugurlu naticeloer vermesine baxmayaraq, onun bir nege ¢atismaz-
I1g1 da var. 9n boyuk catismazliq qidalandiricinin Keskin soyutmaq yolu
ilo alinmasidir. Bu zaman meydana ¢ixan deformasiya quvvelerinin tesi-
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ri ile gidalandiricinin hecminde mikrogatlar yaranir. Monoxkristal yetis-
dirme prosesinde gidalandirici serf olunarken bezi hallarda mikrogatlar
olan yerden kigicik bark mehlul hisseciyi qoparaq srintinin sethine qal-
xir (berk fazanin sixlifinin maye fazaninkindan xi¢ix oldugu ti¢gun) ve
sothi gerilme quvvelerinin tesiri ile herexet ederex yetismexde olan xri-
stala c¢atir vo kristal cebhasinds yeni kristallagsma moarkezlori yaradir.
Noticods yetismoxde olan xristalin monoxristallig1 pozulur.

Usulun basqa catismayan cehetlori de var, ancaq onlarin tzerinde
dayanmayacagiq.

Bu ¢otinliklori nezare alaraq, hazirki igsde binar berx mohlullarin
gidalandirici xslitelorinin hazirlanmasinin daha texmil tisulu islenib ha-
zirlanmisgdair.

Bu usul gidalandirici xelitenin daxilinde mikro-¢atlarin olmamasi
ile yanasi, onun en Kesiyinin sahssinin sabit galmasina ve xslite boyunca
muxtelif terkib paylanmasini alde etmaye imxan verir. Bu ise, 6z névbe-
sinde, yetisdirilon kristial boyunca muxtelif terkib paylanmasi almaga
sorait yaradir.

Baxdigimiz meselenin ne geder vacib oldugu haqda tessvvir ya-
ratmaq ug¢lin burada geyd edek ki, yetigdirilon binar barx mehlul mono-
kristallarinda miuxtelif terkib paylanmasini almaq ti¢iun gidalandirici
xolitede Kompomnentlorin ele paylanmasini slde etmex lazimdir ki, yetis-
dirilen monokxristalda teleb olunan terkib paylanmasini almaq muimguin
olsun. Bunun tg¢tun bezi hallarda muxtelif tsullarin Kombinasiyasindan
istifade etmoex daha ugurlu netice almaga imrkan verir. Totbiq olunan
texnologiyanin secilmesi ¢ox vaxt ikinci komponentin birincide paylan-

ma amsalinin (k) giymetinden asili olur. Meselon, k£ >1 hali {i¢iin ugur-

la totbiq olunan texnologiya k <1 halinda yararli olmaya da bilor. Ona
gore de her bir hali ayriligda aragdirmaq ve bundan sonra tetbiq tisulu-
nu se¢cmok tolob olunur.

Xoliteni duzeltmer dug¢in =xKompomnentlorin tsleb olunan terkibe
uygun miqdarlar1 silindr sekilli ampulaya doldurulur ve ampulada
yuksek vakuum yaradildigdan sonra onun agzi qaynaq yolu ile hermetik
baglanilir. Ampula qizdiricinin daxilinde saquli veziyyetde yerlosdirilir.
Qizdiricinin temperaturunu tenzim etmexle ampulanin daxilindeki mad-
de eridilerek bircins maye halina getirilir. Bundan sonra ampula saquli
istigametde tedricen asag: salinmaqla onun daxilindexi madde Bricmen
usulu ile kristallagmaya ugradilir.

Kristallagsma zamani xalite boyunca terxibin paylanma ganununu
almaq lUi¢gin kKesilmezlix tenliyini mueyyen baglangic ve serhed sgertleri
daxilinde hell etmek lazimdir.

Ampulanin yerdeyisme suretini v, en kesiyinin daxili sahesini S,
xolitenin imumi uzunlugunu L, ikinci komponentin ampuladaki bircins
orintide ilkin konsentrasiyasimi C;, ¢ aninda orintide ve kristallagmis

hissade ki Konsentrasiyasini uygun olaraq Cﬂ(l‘) vo C'k(t) ile isare edsk.

Kristallagma zamani ikinci komponentin madds miqgdarinin selinin
diferensial tenliyini almaq li¢lin ikinci Komponentin kutlesinin saxlan-
mas1 qanunundan istifade edscoyik.

Kosilmozlik tenliyinin alinmasini asanlagdirmaq tug¢un prosesds bels
ug¢ sartin de 6denildiyini gebul edok:
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a) Maye fazada xomponentlor mintezem paylanir (yeni tam qaris-
ma bag verir). Bunu maye fazada diffuziya stretinin béyur olmasi ve
kristallasma prosesinin kifayet geder =kig¢ik sliretle aparilmasi temin
edir;

b) Kristallasma prosesindes kristallasma cebhesinden diffuziya yolu
ils barx fazadan maye fazaya ve maye fazadan bark fazaya madde axim
bas vermir. Ge—Si sisteminde o6ziine diffuziya emsalinin kig¢ik olmasi
bu ferziyyenin dogrulugunu temin edir;

c) Kristallasma temperaturunda hem berx ve ham de maye fazada
maddenin buxarlanmasini nezers almamaq olar. Ge—Si sistemi liciin bu
gsortin 6denilmesini erime noqtesinde her iki komponentin doymus buxar
tozyiqinin nezere alinmayacaq derecede kig¢ik olmasi temin edir. Buxar
tezyiqi boyuxr olan maddsler (binar berk mehlullar) tigin ampulaya inert
qaz doldurmaq lazimdar.

Istiqametlonmis xristallizasiya tug¢un xesilmezlix tenliyini almaq
tclin ikinci komponentin madde migdarinin saxlanmasi ganunundan is-
tifade edex. Kiitle balansi tenliyini bels yazariq:

V0 V00, (0= [T (o) a

Parametrlorin ayagindaki «a» ve «Kk » indekslori onlarin orintiye ve ya

kristallasmis bork hissoye aid oldugunu gosterir. J - hecmi, C -ikinci

komponentin Konsentrasiyasini, [ -zamani, Kemiyyetlorin tistindexi noq-
te onlarin zamana goére toremesini isare edir.

(1) ifadesinin sol tersfindexi birinci hadd baglangicda ampula-
dak1 arintide irinci komponentin kutlesini, ikinci hodd f aninda maye
fazada ixinci komponentin kutlesini, (1)-in sag terofi ise { miuddeatinde
kristallasmis hissede ikinci komponentin xutlesini ifade edir.

(1)-in her iki terefinden zamana goére birinci tertib téreme alaq:

V.G, ()Y, (t)C, (1) =V, C. (1) (2)
Ikinci komponentin birincide paylanma smsalinin:
C
k=—k (3)
Cﬂ
ifadesinden istifads edib (2)-den C'H(t) -ni tapaq:
: V.(¢)+ &V, (2)
C (t)=—2E2C (¢ (4)
()=-L0 e
! aninda erintinin ve Kristalin hecmini bels ifade edorixk:
V. (t)=SL—Suvt,V,(t)= Sut (5)
Hocmlorin zamana gore birinci tertib toremselrini yazaq:
V.(t)=—-Sv, V,(t)=Sv (6)

(5) ve (6)-n1 (4)-de yerine yazaq ve bezi sadelesdirmalor aparib deyisenls-
ri ayiraq:
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dc (1) k-1

=— dt (7
Cle)  L_,
1%
(7) diferensial tenliyinin helli belodir:
k-1
InC,(t)= ln(é—tj +1In4 8)
L

Burada InA4 inteqrallama sabitidir. 4 —n1 baslangic sertden tapacagiq.
(8)-den CZ (l‘)-ni belo ifade edorixk:

c, (t):A[é—th_l ©

1%
Baslangic =0 aninda C, (0): C, oldugunu (9) —da nezere alaq:

-1
L

¢, - AH
)

Buradan:
A= LCUk_l (10)
)
(10)-u (9)-da yerine yazaq: _
c.()=c, (1—%’]H (11)

Xolite boyunca ikinci xKomponentin xonsentrasiyasinin paylanmasini
paylanma smsalinin (8) terifinden istifade edib, bele tapariq:

k-1
Ck(t):kCX(t):kCU(l—%tj (12)

Bu yolla alinmis xeliteni zona aritme usulu ile yeniden xristallagmaya
ugratmaqgla onda terkibin paylanma ganununu deyisdire bilerik. Burada
asas megsed paylanmani «hamarlamaqdan» ibaretdir. Odur ki, burada

ixi hal ola biler: £ >1 ve k <1. 9yanilik {i¢iin sekil 1 ve 2-do uygun ola-

C
raq k=2 vo k=0, giymetlorinde (12) ifadesinden C—K- 1 xolite bo-
0
yunca deyisme ganunu gosterilmisdir.
Xolite boyunca terkibin paylanma ganununu istifade tigin daha al-
verigli saklo salmagdan 6tru istiqametlonmis xristalizasiyadan alinmig
xoliteni zona aritme yolu ile, bir ucdan baglayaraq, yeniden xristallas-

maya ugradaq. Burda daha boyiik maraq xesb eden hal k£ >1 olduqda
ilgin aridilmis zonani xelitenin sonunda, k <lolduqda ise — baslangicin-
da goturmexdir. Bununla belo, bir sira hallarda hem k£ >1, hom do k<1
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oldugda her iki variantdan istifade etmex olar. Bu variantlari biz ayri-
ayriligda aragdiracagiq.

Cu g
CU
2

1 1 1 1 | -
t t t t Y »

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 ot
L

Wsxwr 1. k=2 oNnyrma XAIUTA OoMyHBa HUCOU TAPKUOMH
(12) —osix mecabilaHMBIN OAUMIIMA TaHyHY.

k >1 oldugda ilkin eridilmis zonanin xelitenin sonunda yaradilmasi

Bu variantda istigametlonmis kristalizasiya yolu ile alinmis xelite

ifiigi veziyyetde yerlosdirilir. Onun son ucunda eni ¢ olan erimis zona
yaradilir ve bu zona her hansi U sureti ile xelitenin baslangicina dogru
harekat etdirilir. Aydindir i, burada yeni Kristallagsma prosesi tg¢un
terxib paylanmasini, nece deyarlor, «tersine c¢evirmek» lazimdir. Riyazi
dilde, bu, bir xoordinat sisteminde melum olan funksiyani bagsqa koor-
dinat sisteminde ifade etmox demoxdir. Ilkin koordinat sisteminin bas-
langic1 xelitenin baglangicinda yerlesir, X oxu iss onun oxu boyunca yo-
nolmigdir. Yeni xoordinat sisteminin baslangicini X oxunun musbet is-
tigamoetinds avvelki roordinat baslangicindan L mesafods (xelitenin so-
nunda) gétirmex lazimdir. Ikinci xoordinat sisteminin absis oxunu ov-
volkinin aksine, ordinat oxunu ise avvelki ) oxu istigametinds ona pa-

ralel yonsldek (aydindir xi, har ixi halda ) ikinci komponentin kKonsen-

trasiyasini (C -ni) tesvir edir). Belo olduqda ikinci sistemo xec¢dirdoe
(12)-de Y -in qiymeti deyismez qalacaq, X -in (burada X = Uf -dir) evezi-

ne ise L —x yazmaq lazim galocox. Bunlari nezare aldiqda (12) dusturu-
nu yeni xKoordinat sisteminde bels ifalde ederik:

L— y k-1 / k-1
Ck(t):kcu(l— L”j :kc{ij (13)

L

«Torsine ¢evrilmig» xolitenin zona aritme yolu ile yeniden kristallas-
maya ugradilmasi sxematik olaraq sekil 3-de gosterilmisdir.

Zona oritmekle yeniden alinmis xelite boyunca terkib paylanmasini
musyyen etmek ug¢un ilk aridilmis zonada ikinci kompomnentin kKonsen-
trasiyasini bilmek teloeb olunur. Bunu biz iki yolla — (12)-den va ya (13)-
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don istifade etmorlo tapa bilerik. Birinci halda ikinci xomponentin xoli-
tonin daxilindeki timumi kutlesinden onun L — ¢ uzunlugundax:i xiitle-
sini ¢ixib, alinan ferqi erimis zonanin hecmine b6lmakls, ikinci halda ise
(18)-don xalitenin son ¢ uzunlugunda olan

Ce )
CU
1 4
0,5+
01—
! : : : : >
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ot

llgxmiz 2. k=0,1 onmyrma xaAmnUTa OoMyHBa HUCOM TAPKMOMH (12)-maH L
mecabilaHMEIl OANMIMA TI'aHYHY.

A
—
|
o~
A 4
A
S

BaliaHbEb

N

COH

llgxmiz 3. «TAPCUHA YUeBPUIIMUIY XAJIUTAHMH SO0HA SAPUT—
MSAKJIIA MEeHUOSH
KpUcTamauMana ybpaObliIMacChHEIH CXeMN.

ixinci xompomnentin xitlesini S ¢ hocmine (erimis zonanin hecmine)

bolmexkle tapa bilerik.
Birinci halda ikinci komponentin ilg erimis zonadari xutlesini

(m_) bels tapariq:
k

tl 'fl -1
m, = SLC, - [ C,Sudt = SLC, - [kC, 1—"7} Sudt  (14)
0 0
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Burada f, belo toyin olunur:

(15)

Inteqrali holl etmox ii¢iin ovezlomo daxil edib, yeni inteqrallama doyise-
nine Kegok:

vt L L
l-——=y, t:—(l—y), dy=——dy (16)
L v v
(16) - n1 (14) - de nezare alaq:
V2 L yk Y2
m_=SLC, —SJUkCUyk_I(——jdy: SLC,+kC,LS -—| =
! v Kl am
= SLC, + C,SL(y — yF)
Y, vo y,-ni (16) - dan tapaq:
t=0 -da y =1
=t -do y=1-Yy =100 200
. L L v L L

Bunlar1 (17) - de nazere alaq:

oY A%
m. =SLC, +C,SL|| — | ~1|=C,SL| = (18)
: L L

Indi baslangic eridilmis zonada ikinci kKomponentin konsentrasiyasini

tapa bilerik:
k k-l
C.(0)=" = [ﬁj = Cu(ﬁj (19)

“se st L L

Eyni neticeni ikinci yolla da ala bilerik:

k-1
C.(0)=L Mtkcg(%t) Sodt = XS [t vdt (20

S0 oL

Bels avozetmo aparaq:

vt=x, dt:ldx (21)
v

C.(0)=-Co [tortdr=Co_gr =Gl _ [ ¢ R

0)=5=] RS V7 B

Beloliklo do (19) - la eyni olan ifads aldig.

Artiq, zona aritmenin xelite boyunca yaratdigi yeni terxib paylan-
masini tapa bilerik.

Bunun tug¢in yens de ikinci xomponentin rutlesinin saxlanma qa-
nunundan istifads edib, yeni variant tg¢iin xesilmozlix tenliyini bu se-
kilde alariq:

¢, (=2 () 28)
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(23)-tin tmumi halli beladir [3]:
kv v kv ,
C,(t)= exp(— I7 dtJ{Isz (’)GXPUT dtjdtJrA} (24)

A - inteqrallama sabitidir.
Biz ilkin xoliteni «tersine g¢evirdiyimiz» tg¢un (24) - de Cx -in yerina (13)

ifadesini yazmaliyiq. Bunu etdikden sonra (24) bels olar:

k-1
C,(t)= exp(— %t]{cu (Lj ka"lexpydy+ A’}, y= k%t (25)

kL

(k - l) musbat tam aded oldugda buradaxi inteqrali analitik gexilde ifade

etmox miumrindir. Inteqrali agmaq tgiin k£ -nin giymeti melum olma-
Indar.

Fiziki mena =xosb eden on sade hal ug¢un (25)-1 hesablayaq.
Bunun tgiin k=2 gotiurmeliyik. Hesablamani yerine yetirdixden sonra
alinmis xalite boyunca terkibin paylanmasini bele tapariq:

Cx(t):ka(t):Cuﬁ 2—Ut—l+3exp _290 OgtgL_E:t1 (26)
L ¢ l v

A - inteqrallama sabitini tapmaq tg¢un (19) baglangic sertinden
istifade etdik. #, middeati prosesin baslangicindan arimis zonanin here-

Kot istiqametindexi 6n cebhesi xslitenin sonuna c¢atdig:r anaderx davam
eden zaman intervalini shate edir. Bundan sonra kristallasma prosesi
artiq istigametlonmis kristallizasiya rejimine kec¢ir. Ona gore xelitenin

son ¢ uzunluglu hissesinde terkibin paylanmasi (26) ganununa tabe ol-
mur. Cunki artig bundan sonra arimis zonaya yeni madde slave olun-
mur, kristallasma neticesinde onun hecmi getdixce xicgilir ve nehayet,
sifra baraber olur. Bu hali tesvir edsn tenlix (7) seklinds olacaq.

Xolitenin bu hissesinde ikinci Komponentin xonsentrasiyasinin
deyisme gqanununu k=2 giymeti ticiin belo alariq:

c.()=kC,()=2-C, 2| 2L _3i3exp| 2 ZZE| [ L s 1 <i<L 21
2L ¢ 14 v v

Burada inreqrallama sabitini t=t; aninda her iki hellin ust-tuste dusmesi
sertinden tapdiq.

(26) vo (27)-ni birlesdirsek, zona aritme yolu ile kristallagdirmadan
sonra butin xelite boyunca ikinci Komponentin Konsentrasiyasinin
deyisme ganununu alariq:

C L2 i sexp - 2% || 0<rc Tt
L| ¢ ¢ B

C.(t)= (28)
c Yol 3izexp 2l [Loy) =P, L
L| ¢ ¢ v

v
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mm L—¢
L=100mm, (=10mm, v=2 , 1= =-—saat qiymetlori tugun
saat v 2

(28)-den alinan C ) -in xeolite boyunca deyisme ganunu sekil 4-de ve
0
codvel 1-do verilmisdir. Ixinci komponentin xonsentrasiyasi baslangicda
sifirdan bir geder boyur qiymetden evvel azalaraq dayaz minimumdan
Kecir, birinci mearhslonin sonunadex kigcik meyl bucag: iloe xetti artir,
ikinci merhalods ise xotti azalaraq sifira geder dusiir. Bu cur xelite her
iK1 ucu (novbe ile) baslangic secilmekle monokxristal yetigdirme prose-
sinde gidalandirici xkimi istifade edile biler. Bu zaman goéyerdilen mo-
nokristallar varizonali qurulusa malik olan ¢eviricilor duzeltmex tug¢un
oldugca slverislidir.

Cadval 1
t CX(I) s.’fat Cx—(t)
Cu Cu

0 0,20 35,0 1,30
2,5 0,11 37,5 1,40
5,0 0,14 40,0 1,50
10,0 0,30 45,0 1,70
12,5 0,40 45,5 1,53
15,0 0,50 46,0 1,36
17,5 0,60 46,5 1,19
20,0 0,70 47,0 1,02
22,5 0,30 47,5 0,85
25,0 0,90 48,0 0,68
27,5 1,00 48,5 0,51
30,0 1,10 49,0 0,34
32,5 1,20 49,5 0,17

Bundan basqga, yeni tisulla alinmis xelite monoxkristal 6zexden isti-
fade edilmexle binar berxk mehlullarin zona sritmex yolu ile monoxri-
stallarinin alinmasi ti¢iin de yararhdair.

G.)
Co

A
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sk 4. VIKMHBM KOMIOHEHTMH HUCOM KOHCEHTPaCHUMAaCHHBH (28)
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HOBBIII METO/I ITOJIVUEHUS ITOJITUTHIBAFOIIUX CJIMTKOB BUHAPHBIX
TBEPJAbIX PACTBOPOB C PA3JIMUYHBIM PACIIPEAEJIEHHIEM COCTABA

B.HN.TATHPOB, A.®.I'VJIHEB, 3.I0.I'ACAHOB, C.C.JIMITH®0OBA,
H.®.T'”AXPAMAHOB

PE3IOME

Pa3paboTaH HOBBIH METOJ] [1OJIyYEHHs MOJIITHTHIBAIOI[HX CJIHTKOB OHHAPHBIX TBEP]IBIX
PacTBOPOB € Pa3sHOOOpPa3HBIM pacripefielieHHeM cocTaBa. J[JIa 3Toro B Havaje B LUIHHJpHYE-
CKOH amITyJie TPHIOTaBIHBAETCS OIpeZieSIeHHbIH COCTaB OHHAPHOH CHCTEMbI, KOTOPBIH IT07-
Bepraercs KpHCTaUIH3aLHH MeTofioM BpHpkMeHa. 3aTeM 3TOT ke CJIMTOK I10/[BEpraeTcsi FopH-
30HTAJIbHOH 30HHOH I1ep eKPHCTAUTH3aLMH H oOHBaeTCcs H3MEHEHH: pacrIpe/iesieHHs COCTaBa.
Pacripenienenye coctaBa B [1epBOHA4alIbHOM H OKOHYATEJIBHO T10JTy Y4EHHOM CJIHTKAx OIIp €7[elIs-
€Tcsl pellleHHEM YPaBHEHHs HETIP ephIBHOCTH ITOTOKA BELIECTBA BTOPOro KOMITOHEHTA.

PacripenienieHHeM cocTaBa yIpaBJIIETCA, B 3aBHCHMOCTH OT BEJHYHHbBI K03¢dHIHeHTa
pacripeziesieHHs, CO3/laHHEM pacIUIaBI€HHOH 30Hbl B Hayajle HJIH KOHLIE TepBOHAYaJIbHOTO
CJIUTKA.

HoBbIi1 MeTop rpuMeHeH K 6HHapHbIM cHcTeMam Ge—S1, Ge-In u Ge—Ga u
H3TOTOBJIEHbI CJIHTKH MOCTOSHHOTO H I1€EPEMEHHOTO COCTABOB.

A NEW METHOD OF PREPARING OF BINARY SOLID SOLUTION FEEDING
ALLOYS WITH VARIOUS CONTENT DISTRIBUTIONS

V.I.TAHIROV, A.F.QULIYEV, Z.Y. HASANOV,
S.S.LATIFOVA, N.F.QAHRAMANOVA

SUMMARY

A new method of preparing of binary solid solution feeding alloys with various content
distributions has been worked out. Thus a given content of the binary system is prepared in a
cylindrical quartz ampoule and it is exposed to the crystallization by Bridgman method. Then
the alloy is exposed to horizontal zone melting to change the content distribution. The content
distribution is found by solving the continuity equation for second component matter flow.
Depending on the value of the distribution coefficient the content distribution can be changed
by choosing the first melted zone in the beginning or in the end of the initial alloy. The method

applied to Ge—S1, Ge-In and Ge—Ga binary systems and feeding alloys of constant
and variable content distributions vere prepared.
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